Cvicenie 9

A (1 bod)

Vypocitajte maximélne elektrické pole vo vodivom kanali FET tranzistora, ak napétie na hradle je V,
koncentracia akceptorov v kandli p typu je N4 a permitivita kanalu je egr. Spad napéitia na izolujice]
bariére zanedbajte. Overte platnost aproximéacie pre V = 1V, N4 = 10?2 m™3, eg = 12 a hrubku bariéry
1 nm.

B (1 bod)

Odhadnite rozdiel medzi zdkladnou a prvou excitovanou hladinou vo vodivom kanali FET tranzistora (v
smere kolmom na hradlo). Aka je maximalna plogna hustota elektrénov vo vodivostnom kanéli, pri ktorej
sa este da hovorit o 2D plyne? Predpokladajte, Ze vSetky elektrony maju jednu orientaciu spinu a ze
efektivna hmotnost vo vodivostnom pése je m} = 0.2m. Pre ¢iselné odhady pouzite vysledok tlohy A.



